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電子ビーム真空溶融により合成したScAl合金スパッタターゲットを用いた 

高品質 ScAlN薄膜の成長 

ScAl alloy spattering target for ScAlN thin film growth synthesized 

 by e-beam vacuum melting 
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1. まえがき 

AlN薄膜に Scを添加した ScAlN 薄膜の巨大
圧電性が報告[1]されて以来，FBAR フィルタな
どへの応用研究が盛んに行われている．ScAlN

薄膜の圧電性は Sc の添加量を増加させること
で劇的に増加する．しかし，添加材料である
Sc は酸化しやすくスパッタ成膜時に酸素およ
び窒化炭素の高速負イオンが結晶性を劣化さ
せることが指摘されている[2]．我々は，Sc 粒
を電子ビーム照射による真空溶解することで
酸素を取り除いた ScAl 合金ターゲットの作製
を試みた． 

本報告では，RF マグネトロンスパッタ法に
おいて自作した ScAl 合金ターゲットを用いた
場合と Sc 粒をターゲットとした場合の薄膜の
結晶配向性および電気機械結合係数 kt

2 値を比
較することで ScAl の真空溶解合金化による有
用性を確かめた． 

 

2. Sc 溶融合金の作製 

Fig. 1 に示すように，真空溶解装置内に Sc/Al

比が 40 %となるように Sc 粒 7.8 g, Al 粒 7.1 g

を均等に混ぜ合わせ配置した．電子ビームガン
によりSc粒とAl粒が完全に溶けるまで加熱し，
2 インチの ScAl 合金ターゲットを作製した． 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Imeges of ScAl alloy melting in the vacuum 

 

3. ScAlN 薄膜の作製と評価 

自作した ScAl 合金，Sc 粒を配置した Al 金
属ターゲットの 2 種類を用いて，RF マグネト
ロンスパッタ法により ScAlN薄膜を作製した．  

薄膜の結晶配向性は，X 線回折装置(X’Pert 

Pro, PANalytical)によるロッキングカーブ半値
幅(FWHM)から評価した．圧電性(電気機械結
合係数 kt

2)は共振子を作製し，Mason の等価回
路モデルから計算した理論変換損失と比較す
ることで算出した． 

 ScAl 合金ターゲットおよび Sc 粒+Al ターゲ

ットを用いて作製した試料のFWHMと kt
2値の

関係を Fig. 2 に示す．合金を用いた場合，Sc

が 20%以上添加された高圧電性膜が得られた．
一方，Sc 粒を用いた場合は Sc 添加量が増すに
つれ結晶配向性が低下し合金使用時と比べて
圧電性が低い傾向がある． 

これより，合金ターゲットを用いることで高
濃度な Sc の添加を実現でき，高い kt

2 値の
ScAlN 薄膜の作製が可能であることがわかっ
た．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Rocking curve FWHM vs kt
2 in the ScAlN films grown 

by using ScAl alloy target or Sc ingots on Al metal target 

 

4．あとがき 

 ScAl 合金および Sc 粒+Al ターゲットを用い
た際の ScAlN 薄膜の結晶配向性と圧電性の関
係から Sc 粒による結晶性の劣化が明らかとな
った．合金ターゲットを用いることで Sc の添
加量を増やすことができ，圧電性の高い ScAlN

薄膜を得ることに成功した． 
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